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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS OPTOELECTRONIQUES A SEMICONDUCTEURS
POUR APPLICATION DANS LES SYSTEMES A FIBRES OPTIQUES -

Partie 2: Méthodes de mesure

AVANT-PROPOS

alisation composée

La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de/hor

établie par le comité d'études 47C: Dispositifs
du comité d'études 47 de la CEI: Dispositifs a

La Norme internationa
optoélectroniqu i
semiconducteurs.
éllement la deuxiéme édition de la CEl 60747-5 (1992) et
son amendemen stitus _une révision technique (voir également I'annexe A: Index des

Elle doit € ! ent avec les CEIl 60747-5-1, CEl 60747-5-2, CEl 60747-5-3 et la
CEIl 62007-1.

Le domaine couvert par cette norme sera désormais placé sous la responsabilité du comité
d'études 86 de la CEIl: Fibres optiques.

Le texte de cette norme est issu en partie de la CEl 60747-5 (1992) et son amendement 1 et
en partie des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

86/113/FDIS 86/114/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a 'approbation de cette norme.

L'annexe A est donnée uniguement a titre d'information
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR OPTOELECTRONIC DEVICES
FOR FIBRE OPTIC SYSTEM APPLICATIONS —

Part 2: Measuring methods

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for stAndardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object qff the IEG_ is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electycal*and Iectr ic fields To

for Standardization (ISO) in accordance Wlth conditions determlne
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters expess

3) The documents produced have the form of recommendatio

4) In order to promote international unificatfqQn,
Standards transparently to the maximum
divergence between the IEC Standard and t
indicated in the latter.

i prepared by sub-committee 47C: Optoelectronic,
pcal committee 47: Semiconductor devices.

: the second edition of IEC 60747-5 (1992) and its
atechnical revision (see also annex A: Cross references index).

IEC 60747-5-1, IEC 60747-5-2, IEC 60747-5-3 and IEC 62007-1.

The text of this standard is based partly on IEC 60747-5 (1992) and its amendment 1 and partly
on the following documents:

FDIS Report on voting
86/113/FDIS 86/114/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report of
voting indicated in the above table.

Annex A is for information only.
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DISPOSITIFS OPTOELECTRONIQUES A SEMICONDUCTEURS
POUR APPLICATION DANS LES SYSTEMES A FIBRES OPTIQUES -

Partie 2: Méthodes de mesure

1 Domaine d'application

Cette partie de la CEl 62007 décrit les méthodes de mesure applicables aux dispositifs
optoélectroniques a semiconducteurs utilisés dans le domaine des systemg ous-systemes
a fibres optiques.

2 Reéférences normatives
Il n'y a pas de références normatives dans cette partie de Ia(% 20%
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SEMICONDUCTOR OPTOELECTRONIC DEVICES
FOR FIBRE OPTIC SYSTEM APPLICATIONS —

Part 2: Measuring methods

1 Scope

This part of IEC 62007 describes the measuring methods applicable to the semiconductor
optoelectronic devices to be used in the field of fibre optic systems and sub BS.

2 Normative references

There are no normative references in this part of IEC 62007.
AN N





